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Inventia se refex la purttorii de informaie, in particular la un puttor fototermoplastic pentru inregistrarea
informaiei optice, a hologramelar interferogramelor in timp real.

Este cunoscut un pdtbr pentru Tnregistrarea informia optice, care constdintr-un strat transparent, pe care sunt
depuse consecutiv un strat conductor, un straediét pe bax de BaF2si un strat fotosensibil pe bazle
poliepoxipropilcarbazol sensibilizat cu 9,14-odtibdbenziliden-2,4,5,7-tetranitrofluoren cu grosinaea0,6 pm [1].
Dezavantajul acestui pdtor const in aceea & puterea de rezojie a lui nu depseste 2000 mm-1, ceea ce
limiteaz utilizarea acestuia pentru inregistrarea hologtamy interferogramelor la frecvea spaiale ridicate de
nregistrare.

Cea mai apropiat soluie este un puiditor pentru inregistrarea informia optice, care constdintr-un strat
transparent, pe care sunt depuse consecutiv un cgtnaluctor de SnO2, un strat dielectric de BaHRR,strat
fotosensibil pe baz de semiconductori calcogenici stigloAs-Se-S si un strat termoplastic pe hazde
poliepoxipropilcarbazol cu grosimea de 0,25 pm [2].

Dezavantajul acestui pdétor const in aceea & puterea de rezojie a lui nu depseste 3000 mm-1, ceea ce
limiteaz utilizarea acestuia pentru inregistrarea hologtamg interferogramelor la frecvea spaale ridicate de
inregistrare.

Problema pe care o rezalinvertia consi in oltinerea unui pustor fototermoplastic pe bazde semiconductori
calcogenici sticlgi As-Se-S cu o putere de rezfdunu mai mid de 4000 mm-1.

Puraitorul, conform invetiei, inlitura dezavantajele m¢onate mai sus prin aceea dnclude un substrat
transparent, pe care sunt depuse consecutiv uncstnaluctor, un strat fotosensibil pe bake semiconductori
calcogenici sticlgi As-Se-Ssi un strat termoplastic pe bade poliepoxipropilcarbazol cu grosimea de 0,1520
pmsi cu o neomogenitate a reliefului superficial de.3b nm.

Rezultatul tehnic al inveiei const Tn oliinerea pe suprafa semiconductorului sensibil a unui strat termdjlas.
grosimea de 0,15 pm cu neomogenitatea reliefulpéicial nu mai mare de 35 nm, care permitéravea unei
puteri de rezoltie de cca 4000 mm-1.

Rezultatul tehnic este ghut datoriti faptului & la depunerea stratului termoplastic neomogenitstgaafeei nu
este mai mare de 35 nm.

Inventia se explia prin desenele din fig.1-3, care reprezint

- fig. 1, schema funionak a purtitorului propus;

- fig. 2, imaginea suprafei stratului termoplastic cu neomogenitatea religfsuperficial nu mai mare de 35 nm;

- fig. 3, imaginea nelei de difrade cu frecvera spaiala de 4000 mm-1.

Puraitorul include un substrat transparent 1, pe canédepuse consecutiv un strat conductor 2, un fsttesensibil
pe baz de semiconductori calcogenici stigld\s-Se-S 3i un strat termoplastic pe bade poliepoxipropilcarbazol
4 cu grosimea de 0,150,20 pmsi cu 0 neomogenitate a reliefului superficial de.386 nm.

Exemplu de realizare a invigei

Purttorul fototermoplastic este executat din substrdtillavsan 1, electrodul conductor 2 pedbde Cr, stratul
fotosensibil 3 pe bazde semiconductori calcogenici stigld\s-Se-S cu grosimea de 1,2 isistratul termoplastic
4 pe baiz de poliepoxipropilcarbazol cu grosimea de 0,15 girmu neomogenitatea reliefului superficial nu mai
mare de 35 nm.

Imaginile suprafgei stratului termoplastigi a rgelei de difrage (din fig. 2si 3) sunt olginute la microscopul atomic
AFM.



